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ご注意書き 

 

１． 本資料に記載されている内容は本資料発行時点のものであり、予告なく変更することがあります。当社製品

のご購入およびご使用にあたりましては、事前に当社営業窓口で最新の情報をご確認いただきますとともに、

当社ホームページなどを通じて公開される情報に常にご注意ください。 
2. 本資料に記載された当社製品および技術情報の使用に関連し発生した第三者の特許権、著作権その他の知的

財産権の侵害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。当社は、本資料に基づき当社または第三者の

特許権、著作権その他の知的財産権を何ら許諾するものではありません。 
3. 当社製品を改造、改変、複製等しないでください。 
4. 本資料に記載された回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報は、半導体製品の動作例、応用例を説

明するものです。お客様の機器の設計において、回路、ソフトウェアおよびこれらに関連する情報を使用す

る場合には、お客様の責任において行ってください。これらの使用に起因しお客様または第三者に生じた損

害に関し、当社は、一切その責任を負いません。 
5. 輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」その他輸出関連法令を遵守し、かかる法令の定めるところに

より必要な手続を行ってください。本資料に記載されている当社製品および技術を大量破壊兵器の開発等の

目的、軍事利用の目的その他軍事用途の目的で使用しないでください。また、当社製品および技術を国内外

の法令および規則により製造・使用・販売を禁止されている機器に使用することができません。 
6. 本資料に記載されている情報は、正確を期すため慎重に作成したものですが、誤りがないことを保証するも

のではありません。万一、本資料に記載されている情報の誤りに起因する損害がお客様に生じた場合におい

ても、当社は、一切その責任を負いません。 
7. 当社は、当社製品の品質水準を「標準水準」、「高品質水準」および「特定水準」に分類しております。また、

各品質水準は、以下に示す用途に製品が使われることを意図しておりますので、当社製品の品質水準をご確

認ください。お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、「特定水準」に分類された用途に当

社製品を使用することができません。また、お客様は、当社の文書による事前の承諾を得ることなく、意図

されていない用途に当社製品を使用することができません。当社の文書による事前の承諾を得ることなく、

「特定水準」に分類された用途または意図されていない用途に当社製品を使用したことによりお客様または

第三者に生じた損害等に関し、当社は、一切その責任を負いません。なお、当社製品のデータ・シート、デ

ータ・ブック等の資料で特に品質水準の表示がない場合は、標準水準製品であることを表します。 
標準水準： コンピュータ、OA 機器、通信機器、計測機器、AV 機器、家電、工作機械、パーソナル機器、

産業用ロボット 
高品質水準： 輸送機器（自動車、電車、船舶等）、交通用信号機器、防災・防犯装置、各種安全装置、生命

維持を目的として設計されていない医療機器（厚生労働省定義の管理医療機器に相当） 
特定水準： 航空機器、航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器（生

命維持装置、人体に埋め込み使用するもの、治療行為（患部切り出し等）を行うもの、その他

直接人命に影響を与えるもの）（厚生労働省定義の高度管理医療機器に相当）またはシステム

等 
8. 本資料に記載された当社製品のご使用につき、特に、最大定格、動作電源電圧範囲、放熱特性、実装条件そ

の他諸条件につきましては、当社保証範囲内でご使用ください。当社保証範囲を超えて当社製品をご使用さ

れた場合の故障および事故につきましては、当社は、一切その責任を負いません。 
9. 当社は、当社製品の品質および信頼性の向上に努めておりますが、半導体製品はある確率で故障が発生した

り、使用条件によっては誤動作したりする場合があります。また、当社製品は耐放射線設計については行っ

ておりません。当社製品の故障または誤動作が生じた場合も、人身事故、火災事故、社会的損害などを生じ

させないようお客様の責任において冗長設計、延焼対策設計、誤動作防止設計等の安全設計およびエージン

グ処理等、機器またはシステムとしての出荷保証をお願いいたします。特に、マイコンソフトウェアは、単

独での検証は困難なため、お客様が製造された最終の機器・システムとしての安全検証をお願いいたします。 
10. 当社製品の環境適合性等、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問合せください。ご使用

に際しては、特定の物質の含有･使用を規制する RoHS 指令等、適用される環境関連法令を十分調査のうえ、

かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関し

て、当社は、一切その責任を負いません。 
11. 本資料の全部または一部を当社の文書による事前の承諾を得ることなく転載または複製することを固くお

断りいたします。 
12. 本資料に関する詳細についてのお問い合わせその他お気付きの点等がございましたら当社営業窓口までご

照会ください。 
 
注 1. 本資料において使用されている「当社」とは、ルネサスエレクトロニクス株式会社およびルネサスエレク

トロニクス株式会社がその総株主の議決権の過半数を直接または間接に保有する会社をいいます。 
注 2. 本資料において使用されている「当社製品」とは、注 1 において定義された当社の開発、製造製品をいい

ます。 
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H8SXファミリ 
EXDMACを使用したシンクロナス DRAM-外部 SRAM間転送 (拡張リピートエリア機能) 

要旨 
EXDMAC機能を使用し，シンクロナス DRAM (以下 SDRAMとする) エリアから SRAMエリアへ，ノーマ
ル転送モードの拡張リピートエリア機能を使用して，データ転送を行います。 

EXDMACを使用することによって，CPUの負荷を低減し，外部メモリ間での転送が可能になります。 

また，拡張リピートエリア機能を使用すると，転送アドレスレジスタの上位ビットの値を固定し，下位ビッ
トの値をインクリメント/デクリメント特定範囲のアドレス値を繰り返すデータ転送が可能になります。 

動作確認デバイス 
H8SX/1668R 

はじめに 
当アプリケーションノートのドキュメントは，H8SX/1668Rグループのハードウェアマニュアルに従って
記載されておりますが，プログラムは上記の動作確認デバイスで使用することができます。 

ただし，デバイスによっては使用している一部機能を機能追加などで変更している場合がありますので，
ハードウェアマニュアルを確認し十分な評価を行った上でご使用ください。 

目次 
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1. 仕様 
図 1と図 2に，本アプリケーションノートの動作概要と CPU-外部メモリ間の結線図を示します。 

また，以下に，本アプリケーションノート動作を説明します。 

• EXDMACは，EDREQ端子の立ち下がりエッジで起動します。 
• EDREQ端子は，TPUのアウトプットコンペアマッチ出力を入力します。 
• EXDMACは，転送元を拡張リピートエリア機能 (転送アドレスの下位 3ビット (8バイト) を拡張リピー
トエリア) に設定します。 

• EXDMACは，256バイトのデータを SDRAMエリアから SRAMエリアへ転送します。 
• SDRAMはエリア 2を使用し，SRAMはエリア 4を使用します。 
• EXDMAC転送終了後，転送元データと転送先データを比較し，結果を I/Oポートに出力します。 
 

EXDMAC

TPU

EDREQ

TIOCA

SDRAM

SRAM

256

H8SX/1668R

 

図 1 動作概要図 
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図 2 CPU-外部メモリ間結線 
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表 1に，EXDMAC転送設定を示します。 

また，表 2に，転送データ比較表を示します。 

 
表 1 EXDMAC転送設定 

項目 内容 
EXDMAC転送要求 外部リクエストモード 
バスモード サイクルスチールモード 
転送モード ノーマル転送モード 
アドレスモード デュアルアドレスモード 
転送サイズ バイトサイズ 
ソースアドレス/デスティネーションアドレス更新 データアクセスサイズによる増加 
拡張リピートエリア 設定しない 
 
 

表 2 転送データ比較表 

データ比較内容 出力値 (ポート 3を使用) 
一致 H'55 
不一致 H'FF 
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2. 適用条件 
表 3 適用条件 

項目 内容 
動作周波数 入力クロック : 12.5MHz 
 システムクロック (Iφ) : 50MHz (12.5MHzの 4逓倍) 
 周辺モジュールクロック (Pφ) : 25MHz (12.5MHzの 2逓倍) 
 外部バスクロック (Bφ) : 50MHz (12.5MHzの 4逓倍) 
動作電圧 3.3V 
動作モード モード 6 (MD3 = 1, MD2 = 1, MD1 = 1, MD0 = 0, MD_CLK = 0) 
外部メモリ • SDRAM (エリア 2) : K4S641632K-UC75 
 • SRAM  (エリア 4) : R1LV1616RSD-7SR 
開発ツール High-performance Embedded Workshop (HEW) Ver.4.03.00 
C/C++コンパイラ ルネサス テクノロジ製 

H8S, H8/300 SERIES C/C++ Compiler Ver 6.01.03 
コンパイルオプション -cpu = H8SXA: 24MD, -optimize = 1 
リンカオプション start=PResetPRG,PIntPRG/0400, P,C$DSEC,C$BSEC,D/0800, B,R/0FF2000,  

S/0FFBE00 
 
 

表 4 SDRAM仕様 

項目 内容 
製品名 K4S641632K-UC75 (Samsung Electronics社) 
構成 1Mワード × 16ビット × 4バンク 
容量 64Mビット 
CASレイテンシ 2/3 (プログラマブル) 
リフレッシュ間隔 64msごとの 4096リフレッシュサイクル 
ロウアドレス A11 - A0 
カラムアドレス A7 - A0 
バンク数 BA0, BA1で制御する 4バンク動作 
 
 

表 5 SRAM仕様 

項目 内容 
製品名 R1LV1616RSD-7SR (RENESAS社) 
構成 1Mワード × 16ビット 
容量 16Mビット 
【注】 本アプリケーションノートで使用している SRAMは，上位 1Mバイト分を使用しています。 

(エリア 4の最大領域が，1Mバイト領域のため) 
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表 6 SDRAMモード設定 

項目 内容 
オペレーションコード (OPCODE) バーストリード/シングルライト 
CASレイテンシ (LMODE) 2 
バーストタイプ (BT) シーケンシャル 
バースト長 (BL) 1 
SDRAMアクセスアドレス H'400440 
 

16M

0
(2M )

1
(2M )

2
(8M )

3
(2M )

4
(1M )

5
(1M-8K )

6
(8K-256 )

7
(256 )

H'000000

H'1FFFFF

H'200000

H'3FFFFF

H'400000

H'BFFFFF

H'C00000

H'DFFFFF

H'E00000

H'EFFFFF

H'F00000

H'FFDFFF

H'FFE000

H'FFFEFF

H'FFFF00

H'FFFFFF

SDRAM
(H'400000 H'BFFFFF)

SRAM
(H'E00000 H'EFFFFF)

 

図 3 アドレス空間のエリア分割 
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3. 使用機能説明 

3.1 ノーマル転送モード 
ノーマル転送モードは，1回の転送要求について 1データアクセスサイズ単位の転送を行います。 

EXDMA転送カウントレジスタ (EDTCR) で最大 4Gバイトの総転送サイズを設定できます。 

図 4と図 5に，ノーマル転送モードのタイミング例とノーマル転送モードの動作を示します。 

EXDMA EXDMA

:

ETEND

EXDMA EXDMA

EDRAK

EDREQ

EDACK  

図 4 ノーマル転送モードのタイミング例 

 

(EDTCR)

TA

BA

TB

BB

 

図 5 ノーマル転送モードの動作例 
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3.2 拡張リピートエリア機能 
EXDMACにはソースアドレス、デスティネーションアドレスに拡張リピートエリアを設定する機能があり
ます。拡張リピートエリアを設定すると，アドレスレジスタは拡張リピートエリアに指定された範囲のアド
レス値を繰り返します。リングバッファを転送の対象にした場合は，アドレスレジスタの値がバッファの最
終アドレスになるたびに (リングバッファに対するアドレスのオーバフロー) ，アドレスレジスタの値を
バッファの先頭アドレスに戻す操作が必要となり，拡張リピートエリア機能を使うと自動的にアドレスレジ
スタの値をバッファの先頭アドレスに戻す操作を EXDMAC内で行うことができます。 

 

EDSAR 3  (8 )  (SARA4 0 = B'00011)
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H'400001
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図 6 拡張リピートエリア機能例 
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4. 動作説明 
図 7に，本アプリケーションノートの動作を示します。 

1 255 256

TGRA = TCNT

( 1.5μs)

EDREQ

TIOCA

TCNT

- -

(a) I/O

(b) EXDMAC

(c) TPU

-TPU-

TIOCA

-EXDMAC -
EDREQ Low
EXDMAC  (1 , …, 255 )

-EXDMAC -
EDREQ Low
EXDMAC  (256 )

-TPU-

TIOCA

-TPU-

TIOCA

-EXDMAC - 

(a) EXDMAC

(b) TPU

(c) 

 

図 7 動作説明図 
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5. ソフトウェア説明 

5.1 関数一覧 
表 7 関数一覧 

関数名 機能 
main • メインルーチン 

init関数呼び出し，EXDMAC動作設定，TPU動作設定，EXDMAC転送終了判定， 
cmp_data関数呼び出し。 

init • 初期化ルーチン 
各レジスタの初期化設定，使用メモリ領域の初期化，EXDMAC転送元領域のデータ設定。

cmp_data • 転送データ比較ルーチン 
転送元データと転送先データ比較。 

 

5.2 関数説明 

5.2.1 main関数 
(1) 機能概要 

main関数では，init関数で各レジスタと RAMを初期化し，EXDMACと TPUを動作させます。 
そして，EXDMAC転送終了後，cmp_data関数で転送データを比較します。 

(2) 引数 
なし 

(3) 戻り値 
なし 

(4) 使用内部レジスタ説明 
本関数で使用する内部レジスタを以下に示します。 
なお，設定値は，本タスク例において使用している値であり，初期値とは異なります。 

 
• EXDMAモードコントロールレジスタ (EDMDR)  ビット数: 32 アドレス: H'FFFC94 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

31 DTE 1 R/W データトランスファイネーブル 
対応するチャネルのデータ転送を許可または禁止します。 
このビットが 1にセットされていると，EXDMA動作中である
ことを示します。 
外部リクエストでは，このビットに 1をセットした後に，転送
要求が発生すると転送処理に入ります。 
1: データ転送を許可 (EXDMA動作中) 

16 DTIF 0 R/W データトランスファインタラプトフラグ 
転送カウンタによる転送終了割り込み要求が発生したことを示
すフラグです。 
0: 転送カウンタによる転送終了割り込み要求なし 

 
• タイマスタートレジスタ (TSTR)  ビット数: 8 アドレス: H'FFFFBC 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

0 CST0 1 R/W カウンタスタート 0 
TCNTの動作または停止を選択します。 
1: TCNT_0はカウント動作 
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(5) フローチャート 

EXDMAC

DTE_0 = 1

TPU

CST0 = 1

init ()

cmp_data ()

DTIF_0 = 1 ?

 ?

main

Yes

No

 

図 8 フローチャート (main) 
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5.2.2 init関数 
(1) 機能概要 

init関数では，I/Oレジスタ初期化，メモリ初期化，転送元データ設定を行います。 
(2) 引数 
なし 

(3) 戻り値 
なし 

(4) 使用内部レジスタ説明 
本関数で使用する内部レジスタを以下に示します。 
なお，設定値は，本タスク例において使用している値であり，初期値とは異なります。 

 
• システムクロックコントロールレジスタ (SCKCR)  ビット数: 16 アドレス: H'FFFDC4 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

10 
9 
8 

ICK2 
ICK1 
ICK0 

0 
0 
0 

R/W システムクロック (Iφ) セレクト 
CPU，EXDMAC，DMAC，DTCモジュールとシステムクロッ
クの周波数を選択します。 
000: 入力クロック × 4 

6 
5 
4 

PCK2 
PCK1 
PCK0 

0 
0 
1 

R/W 周辺モジュールクロック (Pφ) セレクト 
周辺モジュールクロックの周波数を選択します。 
001: 入力クロック × 2 

2 
1 
0 

BCK2 
BCK1 
BCK0 

0 
0 
0 

R/W 外部バスクロック (Bφ) セレクト 
外部バスクロックの周波数を選択します。 
000: 入力クロック × 4 

 
• MSTPCRAはモジュールストップモードの制御を行います。1のとき対応するモジュールは，モジュール
ストップモードになり，クリアするとモジュールストップモードは解除されます。 

 
• モジュールストップコントロールレジスタ A (MSTPCRA)  ビット数: 16 アドレス: H'FFFDC8 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

15 ACSE 0 R/W 全モジュールクロックストップモードイネーブル 
MSTPCRで制御されるすべてのモジュールがモジュールス
トップモードに設定された上で，CPUが SLEEP命令を実行し
た場合にバスコントローラと I/Oポートも動作をストップし
て，消費電流を低減する全モジュールクロックストップモード
の許可または禁止を設定します。 
0: 全モジュールクロックストップモード禁止 

14 MSTPA14 0 R/W EXDMAコントローラ (EXDMAC) 
0 MSTPA0 0 R/W 16ビットタイマパルスユニット (TPUチャネル 5～0) 
 
• バス幅コントロールレジスタ (ABWCR)  ビット数: 16 アドレス: H'FFFD84 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

12 
10 
4 
2 

ABWH4 
ABWH2 
ABWL4 
ABWL2 

0 
0 
1 
1 

R/W エリア 7～0バス幅コントロール 
対応するエリアを 8ビットアクセス空間にするか，16ビットア
クセス空間にするかを選択します。 
ABWHn ABWLn (n = 7～0) 
  0   1 : エリア nを 16ビットアクセス空間に設定
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• アクセスステートコントロールレジスタ (ASTCR)  ビット数: 16 アドレス: H'FFFD86 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

12 
10 

AST4 
AST2 

1 
1 

R/W 対応するエリアを 2ステートアクセスか，3ステートアクセス空間
にするかを選択します。 

1: エリア nを 3ステートアクセス空間に設定 
 
• ウェイトコントロールレジスタ A (WTCRA)  ビット数: 16 アドレス: H'FFFD88 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

2 
1 
0 

W42 
W41 
W40 

1 
1 
1 

R/W エリア 4ウェイトコントロール 2～0 
エリア 4をアクセスするときのプログラムウェイトステート数
を選択します。 
111: プログラムウェイトを 7ステート挿入 

 
• ウェイトコントロールレジスタ B (WTCRB)  ビット数: 16 アドレス: H'FFFD8A 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

10 
9 
8 

W22 
W21 
W20 

0 
0 
1 

R/W エリア 2ウェイトコントロール 2～0 
エリア 2をアクセスするときのプログラムウェイトステート数
を選択します。 
また，シンクロナス DRAM接続時は，CASレイテンシの設定
を行います。そのときW22は無視されます。 
01: CASレイテンシ 2のシンクロナス DRAMを接続 

 
• アイドルコントロールレジスタ (IDLCR)  ビット数: 16 アドレス: H'FFFD90 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

15～12 IDLS2～0 0 R/W アイドルサイクル挿入 3～0 
バスサイクルの間にアイドルサイクルを挿入することができます。
0: アイドルサイクルを挿入しない 

 
• エンディアンコントロールレジスタ (ENDIANCR)  ビット数: 8 アドレス: H'FFFD95 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

4 
2 

LE4 
LE2 

0 
0 

R/W リトルエンディアン選択 
対応するエリアのエンディアン形式を選択します。 
0: ビックエンディアン 
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• SRAMモードコントロールレジスタ (SRAMCR)  ビット数: 16 アドレス: H'FFFD98 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

12 
10 

BCSEL4 
BCSEL2 

1 
0 

R/W バイト制御 SRAMインタフェース選択 
対応するエリアのバスインタフェースを選択します。 
0: 基本バスインタフェース 
1: バイト制御 SRAMインタフェース 

 
• DRAMコントロールレジスタ (DRAMCR)  ビット数: 16 アドレス: H'FFFDA0 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

15 DRAME 1 R/W エリア 2 DRAMインタフェース選択 
エリア 2を DRAM/シンクロナス DRAMインタフェースとする
か否かを選択します。 
このビットを 1にセットするときは，エリア 2に接続する
DRAMの種類を DTYPEビットで選択してください。 
このビットを 1にセットする場合は，SRAMCRの BCSEL2は
0に設定してください。 
1: DRAM/シンクロナス DRAMインタフェース 

14 DTYPE 1 R/W DRAM選択 
エリア 2に接続する DRAMを選択します。 
1: シンクロナス DRAMをエリア 2に接続する 

11 OEE 1 R/W OE出力イネーブル 
EDOページモードを備えた DRAMに接続するときに OE信号
を出力することができます。シンクロナス DRAMに接続すると
きには，CKE信号を出力することができます。 
1: OE/CKE信号出力許可 

7 
 

BE 1 R/W バーストアクセスイネーブル 
DRAM空間/シンクロナス DRAM空間へのバーストアクセスの
許可または禁止を選択します。DRAM空間/シンクロナスDRAM
空間のアクセスは，高速ページモードとなります。 
1: DRAM空間/シンクロナス DRAM空間アクセス時，高速ペー
ジモードでアクセス 

 
• DRAMアクセスコントロールレジスタ (DRACCR)  ビット数: 16 アドレス: H'FFFDA2 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

13 
12 

TPC1 
TPC0 

0 
0 

R/W プリチャージステート制御 
通常アクセス時，およびリフレッシュ時の RASプリチャージサ
イクルのステート数を選択します。 
00: RASプリチャージサイクルは 1ステート 

9 
8 

RCD1 
RCD0 

0 
0 

R/W RAS・CAS間ウェイト制御 
RASアサートサイクルと CASアサートサイクルの間にウェイ
トサイクルを挿入するか否かを選択します。 
00: RASアサートサイクルとCASアサートサイクルの間にウェ
イトサイクルを挿入しない 

 



H8SXファミリ 
EXDMACを使用したシンクロナス DRAM-外部 SRAM間転送  

(拡張リピートエリア機能) 

RJJ06B0904-0100/Rev.1.00 2008.05 Page 15 of 25 

• シンクロナス DRAMコントロールレジスタ (SDCR)  ビット数: 16 アドレス: H'FFFDA4 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

15 MRSE 0/1 R/W モードレジスタセットイネーブル 
シンクロナス DRAMのモードレジスタ設定を有効にします。 
0: シンクロナス DRAMのモードレジスタの設定禁止 
1: シンクロナス DRAMのモードレジスタの設定許可 

【注】 シンクロナス DRAMモードを設定するには，SDCRの MRSEビットを 1にセットし，シンクロナス
DRAM モードレジスタの設定を有効にします。その後，シンクロナス DRAM 空間をバイトでライト
アクセスします。ライトアクセス後，MRSE ビットを 0 にクリアし，シンクロナス DRAM モード設
定を禁止してください。 

 
• リフレッシュコントロールレジスタ (REFCR)  ビット数: 16 アドレス: H'FFFDA6 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

10 
9 
8 

RTCK2 
RTCK1 
RTCK0 

0 
1 
0 

R/W リフレッシュカウンタクロックセレクト 
周辺モジュールクロック (Pφ) を分周した 7種類の内部クロッ
クから，リフレッシュカウンタのカウントアップに使用するク
ロックを選択します。入力クロックを選択すると，リフレッシュ
カウンタがカウントアップを開始します。 
010: Pφ/8でカウント 

7 RFSHE 1 R/W リフレッシュ制御 
リフレッシュ制御を行うか否かを選択します。 
1: リフレッシュ制御を行う 

 
• リフレッシュタイマカウンタ (RTCNT)  ビット数: 8 アドレス: H'FFFDA8  
機能: RTCNTは，REFCRの RTCK2～RTCK0ビットで選択された内部クロックにより，カウントアッ

プします。RTCNTが RTCORに一致 (コンペアマッチ) すると，REFCRの CMFフラグが 1にセッ
トされ，RTCNTは H'00にクリアされます。このとき，REFCRの REFSHEビットが 1にセット
されていると，リフレッシュサイクルが起動されます。 

設定値: H'00 
 
• リフレッシュタイムコンスタントレジスタ (RTCOR)  ビット数: 8 アドレス: H'FFFDA9 
機能: RTCORは，RTCNTとのコンペアマッチ周期を設定します。 

RTCORと RTCNTの値は常に比較されており，両方の値が一致すると，REFCRの CMFフラグ
が 1にセットされ，RTCNTは H'00にクリアされます。 

設定値: H'30 (リフレッシュ間隔: 約 15.36μs) 
 
• ポートファンクションコントロールレジスタ 0 (PFCR0)  ビット数: 8 アドレス: H'FFFBC0 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

4 
2 

CS4E 
CS2E 

1 
1 

R/W CS7～CS0イネーブル 
対応する CS出力の許可/禁止を選択します。 
1: CS出力端子として設定 
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• ポートファンクションコントロールレジスタ 1 (PFCR1)  ビット数: 8 アドレス: H'FFFBC1 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

1 
0 

CS4SA 
CS4SB 

0 
0 

R/W CS4出力端子セレクト 
CS4出力許可時 (CS4E = 1)，CS4の出力端子を選択します。
00: PB0を CS4-A出力端子として設定 

 
• ポートファンクションコントロールレジスタ 2 (PFCR2)  ビット数: 8 アドレス: H'FFFBC2 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

6 CS2S 1 R/W CS2出力端子セレクト 
CS2出力許可時 (CS2E = 1)，CS2の出力端子を選択します。
1: PB1を CS2-B出力端子として設定 

 
• ポートファンクションコントロールレジスタ 4 (PFCR4)  ビット数: 8 アドレス: H'FFFBC4 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

7～0 A23E～
A16E 

1 R/W アドレス A23～A16イネーブル 
アドレス出力 (A23～A16) の許可/禁止を選択します。 
1: A23～A16出力を許可 

 
• ポートファンクションコントロールレジスタ 8 (PFCR8)  ビット数: 8 アドレス: H'FFFBC8 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

1 
0 

EDMAS0A 
EDMAS0B 

0 
0 

R/W EXDMAC制御端子セレクト 
EXDMAC_0を制御するための入出力ポートを選択します。 
00: P10～P13を EXDMAC制御端子として設定 

 
• データディレクションレジスタ (P2DDR) ビット数: 8 アドレス: H'FFFB81 
• データディレクションレジスタ (P3DDR) ビット数: 8 アドレス: H'FFFB82 
• データディレクションレジスタ (PDDDR) ビット数: 8 アドレス: H'FFFB8A 
• データディレクションレジスタ (PEDDR) ビット数: 8 アドレス: H'FFFB8D 
• データディレクションレジスタ (PFDDR) ビット数: 8 アドレス: H'FFFB8E 
機能: DDRは，ポートの入出力をビットごとに指定する 8ビットのライト専用レジスタです。 
設定値: H'FF 

 
• データレジスタ (P3DR)   ビット数: 8 アドレス: H'FFFF52 
機能: DRは，汎用出力ポートとして使用する端子の出力データを格納する 8ビットのリード/ライト可

能なレジスタです。 
設定値: H'FF 

 

• 入力バッファコントロールレジスタ (P1ICR)  ビット数: 8 アドレス: H'FFFB90 
機能: ICRは，ポートの入力バッファを制御する 8ビットのリード/ライト可能なレジスタです。 
設定値: H'01 
【注】 EDREQ端子を入力端子として使用するため，H'01を設定しています。 

 
• EXDMAソースアドレスレジスタ (EDSAR)  ビット数: 32 アドレス: H'FFFC80 
機能: EDSARは，転送元のアドレスを指定するための 32ビットのリード/ライト可能なレジスタです。

アドレス更新機能を持ち，転送処理が行われるたびに次の転送元アドレスに更新されます。 
設定値: エリア 2の先頭アドレス 
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• EXDMAデスティネーションアドレスレジスタ (EDDAR)  ビット数: 32 アドレス: H'FFFC84 
機能: EDDARは，転送先のアドレスを指定するための32ビットのリード/ライト可能なレジスタです。

アドレス更新機能を持ち，転送処理が行われるたびに次の転送先アドレスに更新されます。 
設定値: エリア 4の先頭アドレス 

 
• EXDMA転送カウントレジスタ (EDTCR)  ビット数: 32 アドレス: H'FFFC8C 
機能: EDTCRは，転送するデータのサイズ (総転送サイズ) を設定するための 32ビットのリード/ライ

ト可能なレジスタです。1データ転送ごとに，転送したデータアクセスサイズに応じた値がデク
リメントされます。 

設定値: H'100 
 
• EXDMAモードコントロールレジスタ (EDMDR)  ビット数: 32 アドレス: H'FFFC94 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

31 DTE 0 R/W データトランスファイネーブル 
対応するチャネルのデータ転送を許可または禁止します。 
0: データ転送を禁止 

27 EDREQS 1 R/W EDREQセレクト 
外部リクエストモードで使用する EDREQ端子のサンプリング
方法を，Lowレベル検出にするか，立ち下がりエッジ検出にす
るかを選択します。 
1: 立ち下がりエッジ検出 

(転送許可後の最初の転送は，Lowレベルで検出します。) 
15 
14 

DTSZ1 
DTSZ0 

0 
0 

R/W データアクセスサイズ 1, 0 
転送するデータアクセスサイズを選択します。 
00: バイトサイズ (8ビット) 

13 
12 

MDS1 
MDS0 

0 
0 

R/W 転送モードセレクト 1, 0 
転送モードを選択します。 
00: ノーマル転送モード 

8 DTIE 0 R/W データトランスファインタラプトイネーブル 
転送カウンタによる転送終了割り込み要求を許可または禁止し
ます。 
0: 転送終了割り込み要求を禁止 

7 
6 

DTF1 
DTF0 

1 
1 

R/W データトランスファファクタ 1, 0 
EXDMACを起動する要因を選択します。 
11: 外部リクエスト 

2 
1 
0 

EDMAP2 
EDMAP1 
EDMAP0 

1 
1 
1 

R/W EXDMAプライオリティレベル 2～0 
CPUに対する EXDMACの優先レベルを選択します。 
111: 優先レベル 7 (最高) 
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• EXDMAアドレスコントロールレジスタ (EDACR)  ビット数: 32 アドレス: H'FFFC98 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

31 AMS 0 R/W アドレスモードセレクト 
アドレスモードをデュアルアドレスモードとシングルアドレス
モードから選択します。 
0: デュアルアドレスモード 

21 
20 

SAT1 
SAT0 

1 
0 

R/W ソースアドレス更新モード 1，0 
ソースアドレス (EDSAR) の増減を選択します。 
10: ソースアドレスは増加 

17 
16 

DAT1 
DAT0 

1 
0 

R/W デスティネーションアドレス更新モード 1，0 
デスティネーションアドレス (EDDAR) の増減を選択します。
10: デスティネーションアドレスは増加 

12 
11 
10 
9 
8 

SARA4 
SARA3 
SARA2 
SARA1 
SARA0 

0 
0 
0 
1 
1 

R/W ソースアドレス拡張リピートエリアソースアドレス (EDSAR) に
拡張リピートエリアを設定します。拡張リピートエリア機能は，指
定の下位アドレスをアドレス更新の対象として，残りの上位アドレ
スは常に固定値をとるようにして実現されます。 

00011： 転送元アドレスの下位 3ビット (8バイト) を拡張リ
ピートエリアに設定する。 

 
• タイマコントロールレジスタ (TCR)  ビット数: 8 アドレス: H'FFFFC0 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

7 
6 
5 

CCLR2 
CCLR1 
CCLR0 

0 
0 
1 

R/W カウンタクリア 2, 1, 0 
TCNTのカウンタクリア要因を選択します。 
001: TGRAのコンペアマッチ/インプットキャプチャで TCNT

クリア 
4 
3 

CKEG1 
CKEG0 

0 
0 

R/W クロックエッジ 1, 0 
入力クロックのエッジを選択します。 
00: 内部クロック 立ち下がりエッジでカウント 

2 
1 
0 

TPSC2 
TPSC1 
TPSC0 

0 
0 
0 

R/W タイマプリスケーラ 2, 1, 0 
TCNTのカウンタクロックを選択します。 
000: 内部クロック Pφ/1でカウント 

 
• タイマ I/Oコントロールレジスタ_H (TIOR_H)  ビット数: 8 アドレス: H'FFFFC2 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

3 
2 
1 
0 

IOA3 
IOA2 
IOA1 
IOA0 

0 
1 
1 
1 

R/W I/Oコントロール A3～A0 
TGRAの機能を設定します。 
0111: TIOCA0端子の初期値は 1出力，コンペアマッチでトグル

出力 
 
• タイマインタラプトイネーブルレジスタ (TIER)  ビット数: 8 アドレス: H'FFFFC4 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

0 TGIEA 0 R/W TGRインタラプトイネーブル A 
TSRの TGFAビットが 1にセットされたとき，TGFAビットに
よる割り込み要求 (TGIA) を許可または禁止します。 
0: TGFAビットによる割り込み要求 (TGIA) を禁止 
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• タイマカウンタ (TCNT)  ビット数: 16 アドレス: H'FFFFC6 
機能: TCNTは，16ビットのリード/ライト可能なカウンタです。 

リセットまたはハードウェアスタンバイモード時に H'0000に初期化されます。 
設定値: H'0000 

 
• タイマジェネラルレジスタ (TGR)  ビット数: 16 アドレス: H'FFFFC8 
機能: TGRは，16ビットのリード/ライト可能なアウトプットコンペア/インプットキャプチャ兼用のレ

ジスタです。 
設定値: H'0025 (TPU周期: 約 1.5μs) 

 
• タイマスタートレジスタ (TSTR)  ビット数: 8 アドレス: H'FFFFBC 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

0 CST0 0 R/W カウンタスタート 0 
TCNTの動作または停止を選択します。 
0: TCNT_0はカウント停止 
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(5) フローチャート 

init

Iφ: ×4, Pφ: ×2, Bφ: ×4

EXDMAC, TPU

2, 4

16

4 SRAM

4

 7

2 CAS 2

DRAM

2 DRAM

Pφ/8

RAS

 1

CS2, CS4

PB_0 CS4

PB_1 CS2

P1_0 EDREQ

A16 A23

P1_0 P1_3 EXDMAC_0

A0 A23

 SDCR MRSE = 1

SDRAM

H'400440 , 

, SDRAM

 SDCR MRSE = 0

SDRAM

4 2

2 EXDMAC

EXDMAC

2

EXDMAC

4

EXDMAC 256

EDREQ

7

8

TGRA TCNT

TPU

TPU

TPU

TIOCA0 "1", 

1.5μs , 

end

 

図 9 フローチャート 
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5.2.3 cmp_data関数 
(1) 機能概要 

cmp_data関数では，転送元データと転送先データを比較し，その結果をポートに出力しています。 
(2) 引数 
なし 

(3) 戻り値 
なし 

(4) 使用内部レジスタ説明 
本関数で使用する内部レジスタを以下に示します。 
なお，設定値は，本タスク例において使用している値であり，初期値とは異なります。 

 
• EXDMAモードコントロールレジスタ (EDMDR)  ビット数: 32 アドレス: H'FFFC94 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

16 DTIF 0 R/W データトランスファインタラプトフラグ 
転送カウンタによる転送終了割り込みが発生したことを示すフ
ラグです。 
0: 転送カウンタによる転送終了割り込み要求なし 

 
• タイマスタートレジスタ (TSTR)  ビット数: 8 アドレス: H'FFFFBC 
ビット ビット名 設定値 R/W 機能 

0 CST0 0 R/W カウンタスタート 0 
TCNTの動作または停止を選択します。 
0: TCNT_0はカウント停止 

 
• データレジスタ (P3DR)  ビット数: 8 アドレス: H'FFFF52 
機能: DRは，汎用出力ポートとして使用する端子の出力データを格納する 8ビットのリード/ライト可

能なレジスタです。 
設定値: H'55, H'FF 
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(5) フローチャート 

TPU

 ?

cmp_data

end

Yes

No

 

図 10 フローチャート 
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6. 注意事項 
(1) デバイスの端子を周辺モジュールの入力端子として使用する場合は，入力バッファコントロールレジスタ

(PnICR) の対応するビットを 1にセットしてください。 
詳細につきましては，ハードウェアマニュアルを参照してください。 

(2) EXDMACは，内蔵周辺モジュールからの割り込み要求を起動要因とすることができません。 
詳細につきましては，ハードウェアマニュアルを参照してください。 

 
 

7. 参照ドキュメント 
• ハードウェアマニュアル 

H8SX/1668Rグループ ハードウェアマニュアル 
(最新版をルネサス テクノロジホームページから入手してください。) 

 
• テクニカルニュース/テクニカルアップデート 

(最新の情報をルネサス テクノロジホームページから入手してください。) 
 
• H8SXファミリ アプリケーションノート シンクロナス DRAMインタフェース 

(最新版をルネサス テクノロジホームページから入手してください。) 
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ホームページとサポート窓口 
ルネサス テクノロジホームページ 

http://japan.renesas.com/ 
 
お問合せ先 

http://japan.renesas.com/inquiry 
csc@renesas.com 

 
 

改訂記録 

改訂内容 
Rev. 発行日 ページ ポイント 
1.00 2008.05.20 — 初版発行 

    
    
    
    
    
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
すべての商標および登録商標は，それぞれの所有者に帰属します。 
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